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V. [V] NMOS NMOS,, | NMOS,, | PMOS | PMOS,, | PMOS,,,
no bias 0.29 0.22 0.38 0.28 0.22 0.36
FBB 0.5V)|  0.20 0.16 0.29 0.21 0.12 0.26
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NOT, NAND,NOR
|:—o Vb
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Vin o Vout L 37 EDESES
o Vbn
FBB [ps]
NOT NAND NOR
[ps] t f t t t t
no bias 40 32 59 121 115 23
FBB(0.5V) 27 21 41 74 73 15
~-BB
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CLK 0-4

Vout+

Conventional(Conv.) [2]

[2]B.Verbruggen,et al. ISSCC,pp.252-253,2008.
[3]M.Miyahara,et al. IEEE ASSCC,pp.269-272,2008.
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Flash ADC T+ Tooup<1/2f,
TCOMP+TLOG|C<1/fS
B AT =
| \ | \
- =1l \ J_ 1 Vo —_—
S/H 10fF  S/H 3XRXC
Conv. DTL ADC
[MHZ]
f [MHZ] Conv. DTL
no hias 63 119
FBB 277 510
2009/09/18 N. Nguyen, Tokyo Tech., N\, atsuzawa

, & Okada Lab.



11

raKyd Ti=CH—

PursuingExcellence

ADC

510MHz

/i

s Matsuzawa
\}, & Okada Lab

2009/09/18 N. Nguyen, Tokyo Tech.



	低電源電圧動作のADCのためのボディバイアス解析
	発表内容
	研究背景
	ボディバイアス効果の検討
	FBBによるスイッチのオン抵抗解析
	FBBによるロジックの遅延時間解析
	スタック数：4
	コンパレータの遅延時間
	Flash ADCの動作周波数の理論限界
	まとめ

